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Nous mettons a profit dans notre étude les relations de réciprocités pour obtenir des cartographies
d'efficacité de collection dans les multi-jonctions (1,2,3). L’efficacité de collection est définie comme
le rapport d’une augmentation du courant au terminal dIt pour une augmentation infinitésimale de la
génération en un point (x,y) de la cellule :

f.:(X,y) =

alr
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Cette quantité peut étre mesurée par luminescence, en utilisant des relations de réciprocités, ou par
Light Beam Induced Current (LBIC).

Dans des cellules InGaP/GaAs/GaNAs, nous montrons en particulier que les profils de collection sont
inversés entre la premiére cellule et la cellule intermédiaire (figures ci-dessous, a gauche et au centre).
Des mesures de LBIC viennent confirmer ces résultats (non-montrées ici).

Ce comportement est a premiere vue inattendu, l'efficacité de collection étant généralement plus
importante a proximité des contacts. Des simulations SPICE nous permettent de montrer que cette
tendance est due aux recombinaisons a la périphérie de la cellule (figure a droite).

Ce type d'étude pourra étre mis a profit pour la caractérisation de cellules tandems en général. Pour les
cellules sous concentration en particulier, la méthode nous permettra d'optimiser la géométrie des
contacts, et de mieux quantifier les effets d’inhomogénéités d'illumination.
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Cartographie d’efficacité de transport dans (2 gauche) la top-cell et (au milieu) la middle-cell. (a droite) Profils de
collection selon I’axe x, extrait des deux premiéres cartographies ainsi qu’obtenus par simulation SPICE incluant des
recombinaisons & la périphérie de la cellule.
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